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1. はじめに 

AlGaN/GaN ヘテロ構造は低損失で高速動作が可能

な次世代高出力/高周波・パワーデバイスとして注目さ

れている。順バイアス印可時の障壁を形成するために

は、金属-ゲート絶縁膜-半導体(MIS)構造が重要であ

る。このゲート絶縁膜には比較的高い比誘電率(～9)、
広いバンドギャップ(～7 eV)を有する Al2O3 薄膜が頻

繁に用いられている 1)。また原子層堆積(ALD)法により

Al2O3 ゲート絶縁膜を堆積することが多い。本研究で

は低コスト・エコフレンドリーな酸化物薄膜形成とし

て知られるミスト化学気相成長(mist-CVD)法 2)により

作製した Al2O3ゲート絶縁膜を有する mist-Al2O3/ 
AlGaN/GaN ダイオードの作製、評価・解析を行った。 

2. 実験方法 

ミスト CVD 法により Al2O3 薄膜を作製した。原料溶

液には Al 供給源としてアルミニウムアセチルアセト

ナート[Al(C5H7O2)3)]、溶媒にはメタノールを用いた。

堆積温度は 400 ºC でキャリアガスには窒素を用いた。

MIS ダイオードの作製には SiC 基板上の AlGaN/GaN
ヘテロ構造を使用した。AlGaN 層厚は 24 nm、Al 組成

比は 25 %である。Al2O3 薄膜の評価のため、Si 基板上

にもミスト CVD 法により Al2O3を堆積した。 

3. 結果と考察 

Fig. 1 に Si 基板上に堆積した mist-Al2O3膜厚の堆積

時間依存性を示す。Mist-Al2O3 膜厚と堆積時間には線

型関係があり良好な膜厚制御性を有している。本実験

条件では堆積速度は約 30 nm/min であり、一般的な

ALD よりも高速であった。X 線回折測定より mist- 

Al2O3薄膜はアモルファス構造であることが確認され、

加えて X 線光電子分光法による測定から禁制帯幅は

6.5 eV、X 線反射率測定より密度は 2.78 g/cm3、分光エ

リプソメトリー測定から屈折率は 1.64 となり、ALD
法で作製したアモルファス Al2O3 と同等の値となった
3)。すなわち低コストかつエコフレンドリーなミスト

CVD 法で ALD 法と同等の膜質を有する Al2O3薄膜が

速い堆積速度で得られたことを示唆している。 
作製した mist-Al2O3/AlGaN/GaN ダイオードの容量–

電圧(C–V)測定結果より、順バイアス領域において急峻

な容量の立ち上がりが確認でき、良好な Al2O3/AlGaN
界面が形成されたことが示唆された。C–V 特性の数値

計算結果と実験値とのフィッティングにより界面準位

密度 Dit を算出した結果、Ec - 0.8 eV 付近で約 2 × 1011 
eV-1cm-2となりALD-Al2O3/AlGaNで報告されているDit

よりも良好な値が得られた 4)。 
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Fig. 1. Mist-Al2O3堆積速度 
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